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法を明確にして，高速化に最適な素子構造として絶縁ゲート FET (IGFET) と高電子移動度トランジ
スタ (HEMT) を提案した。
第二章において， IGFET をとりあげ，まず IGFETのゲート絶縁膜形成法として低温プラズマ酸化法
を提案し，続いてGaAs プラズマ酸化膜をゲート絶縁膜として導入できるGaAs IGFET の製作過程を


















した。この論文ではそのGaAs を用いた電界効果トランジスタ (FET) についての種々の工夫が述べら
れています。
第 1 章で、はGaAs FET の現状が述べられ，高速化の条件として論理電圧振巾を大きくすること。ま
た高い電子移動度をもったチャンネルの必要性が述べられています。





第 3 章ではHEMT(High Electron Mobility Transistor) のことが論じられています。 Modulation








を発揮することになりますが，室温でもその遮断周波数は Shottry barrier 型のMESFET よりもす
ぐれていることを明らかにしました。
第 4 章ではHEMT の高周波スイッチング特性をしらべるために27段のリングオッシレータを作って
測定した結果，室温では 1 個の素子の伝播遅延時間は56.5ps，消費電力はO.64mW であり，この窒素
温度での値は各々 17. lps , O.96mW であることを報告しています。この窒素温度での値は半導体素子
としてのレコードであることは勿論ですが，ジョセフソンジヤンクション素子と比べても遅延時間
では同等で、あり，非常に優秀なことが分ります。
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このように三村君は新らしいGaAs を用いた高速低消費電力のFET を開発し，これが近い将来VL
SI 素子となる可能性を明らかにしました。このように半導体物性と電気回路設計の両面をうまく結合
させた新らしい仕事を行ったという点で博士論文に値するものと認めます。
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